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Методом наноиндентирования исследо-

вано механическое поведение на наноуровне 
монокристаллов ScB2 и LaB6 в направленно 
кристаллизованной эвтектической керамике 
LaB6–ScB2. Для обеих фаз наблюдался резкий 
упругопластический переход при внедрении 
индентора (pop-in), вызванный гомогенным за-
рождением дислокаций в ранее свободной от 
дислокаций области под отпечатком (рис.1). 
Это позволило нам экспериментально оценить 

теоретическую прочность на сдвиг (теоретиче-
ский предел упругости) моно-кристаллов ScB2 
и LaB6. Экспериментальная оценка (≈G/9) хо-
рошо совпадает с теоре-тическими оценками 
(G/2π). Следовательно, метод наноиндентиро-
вания позволяет корректно определять механи-
ческие свойства на наноуровне как реальных, 
так и идеальных монокристаллов хрупких бо-
ридов.  
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Рис. 1 Зависимость среднего контактного давления от перемещения при внедрении индентора в мо-
нокристаллы ScB2 и LaB6. Резкий упругопластический переход в контакте вызван гомогенным заро-
ждением дислокаций в области отпечатка при сдвиговых напряжениях, близких к теоретической 
прочности на сдвиг 
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